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Motivation
Der Schichtgitterhalbleiter WS2 als Absorbermaterial in 

Dünnschichtsolarzellen
-Indirekte Bandlücke: 1,3 eV, direkt 1,8 eV
-Hoher Absorptionskoeffizient: >105 cm-1 .
-Keine offenen Bindungen (Rekombinationszentren in Solarzellen) 
auf den van-der-Waals-Oberflächen
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Modell der Metallsulfid-induzierten Kristallisation von WS2
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•Stark (001)-texturiert 
•Große Kristallite (µm)
•Hohe Ladungsträgerbeweglichkeiten
•photoaktive WS2-Schichten

Ni kann durch Pd oder Co ersetzt werden



Sputterkammer und energiedispersive Röntgenbeugung 
(EDXRD)
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In situ zeitaufgelöstes EDXRD

Heizen in H2S-Atmosphäre
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T � 600 °C
T > 650 °C

T < 200 °C

Si/SiO2

Ni 30 nm

WS3+x 300 nm



In situ zeitaufgelöstes EDXRD

Si/SiO2

Ni 30 nm

WS3+x 300 nm
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Heizen in H2S-Atmosphäre



Si/SiO2

Ni 30 nm

W 100 nm
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In situ zeitaufgelöstes EDXRD

Heizen in H2S-Atmosphäre



In situ zeitaufgelöstes EDXRD

Si/SiO2

Ni 30 nm

W 250 nm Heizen in H2S-Atmosphäre
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XRD, Einfluß der Nickelmenge
dWS3+x

= 300 nm.
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Oberflächenmorphologie
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PdSx-assisted crystallized WS2
dPd = 10 nm

NiSx-assisted crystallized WS2
dNi = 20 nm
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Selektives Ätzen der NiS-Kristallite
mit 3 HNO3 : 2 HCl

200 nm
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200 nm

WS2 auf metallischem Rückkontakt



Leitfähigkeit-Rasterkraftmikroskopie (C-AFM)
Kurzschlüsse über die Korngrenzen
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Surface morphology Current image at U = 100 mV



Zusammenfassung

• stark texturierte WS2-Schichten mittels metall-sulfid-induzierter
sulfurization von W und Kristallisation von amorphem WS3+x

• Schichten sind photoaktiv
• Unterstützung durch NiSx, PdSx and CoSx (Teutectic < 700 °C)
• Keine Kristallisation mit Fe, Cu, Ag - Unterstützung
• Kurzschlüsse in den Schichten über Korngrenzen
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